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GaN に代表される窒化物半導体は、可視－紫外域の発光ダイオードや高周波・パワーデバイス

など、光デバイスおよび電子デバイスにおいて様々な応用が研究されている材料である。窒化物

半導体の安定構造は六方晶系のウルツ鉱型であり、デバイス作製におけるエピ成長では成長条件

の安定性などから(0001)面が主に用いられている。(0001)面成長では、ウルツ鉱型に内在する自発

分極が最大となるとともに、ヘテロエピ時の面内歪に誘起されるピエゾ分極も[0001]方向に生じる

ため、デバイス特性は分極の影響を強く受ける。このことから、(0001)面はしばしば極性面と呼ば

れる。 

発光デバイスの観点からは分極の存在は特性劣化に働くことが多い。分極は結晶の対称性から

生じているため、その影響を低減するには成長面を(0001)面以外の非極性面とすることが本質とな

る。深紫外域の発光デバイスに用いる AlGaN の場合、(10-10)面や(11-20)面といった無極性面のほ

かに、(11-22)面などの半極性面においても分極が非常に小さくなると考えられている。ただし実

際のデバイス作製においては、非極性面は表面エネルギーが高いことが多く安定な成長条件を得

るのが難しいという課題がある。また、サファイア基板を用いたヘテロエピでは、基板とエピ層

との疑似格子整合条件から利用可能な非極性面が限定される。このため、非極性面方位を用いた

窒化物半導体デバイスは実用化に向けさらなる研究が必要な状況である。ここでは、我々のグル

ープが取り組んでいる AlGaN (11-22)面および(10-13)面を用いた深紫外発光ダイオードの研究に

ついて報告する。 
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